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Díodo de túnel
O díodo de túnel foi criado pelo físico japonês Dr. Leo Esaki e, por esse motivo é também designado por díodo Esaki.

De entre as propriedades mais importantes deste díodo podemos destacar o seu baixo factor de ruído e margem de temperaturas muito ampla.

Um díodo de túnel é um semicondutor com uma região com resistência negativa (isso significa que um aumento na tensão directa produz uma diminuição na corrente directa) que resulta em grandes velocidades de ligação até 5 GHz.
Símbolo:
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Curva característica:

A região de resistência negativa (entre os pontos C e F) é a característica importante do díodo de túnel. Nesta região quando a tensão aumenta a corrente diminui, justamente ao contrário de um díodo convencional.

As especificações técnicas mais importantes do díodo de túnel são a Tensão de pico (Vp), a Corrente de pico (Ip), a Tensão de vale (VV) e a Corrente de vale (IV).
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Ponto C – 
Vp – Tensão de pico: 20 mV



Ip – Corrente de pico: 60 mA
Ponto F – 
VV – Tensão de vale: 70 mV



IV – Corrente de vale: 20 mA
A tensão inversa de ruptura para o díodo e túnel é muito baixa, da ordem dos 200mV.
Aplicações:
As três mais importantes aplicações do díodo de túnel são as de amplificação, oscilação e comutação.





















Região de resistência negativa
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